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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Speicherladungsarme, selbstgefulirte Stromrichterschaltung 

Die Erfindung bezieht sich auf aine spetcheriadungsarme, 
selbstgefOhrte Stromrichterschattung m}t wenigstens einem 
abschaltbaren, nicht symmetrieeh sperranden Leistungs- 

halbleiterschafter (T1 T6) mit einer zugehdrigen Lai- 

stungsdioda (01, D6). ErfindungsgemaB ist als Leistungs- 
dioda (D1, ...^ D6) eina Schottky- Diode aus Siliziumcarbid 
vorgesahen. Somit wird die Stromrichterschaltung speicher- 
ladungsarm, wodurch sich die Schaltverluste verringern und 
die Ausnutzbarkait der salbstgefuhrten Stromrichterschal- 
tung sich arhoht 
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1 

Beschreibung 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Speicherladungs- 
arme, selbstgefuhrte Stromrichterschaltung mit wenig- 
stens einetn abschaltbaren, nicht symmetrisch sperren- 
den Leistungshalbleiterschaiter mit einer zugehdrigen 
Leistungsdiode. 

Moderne Leistungshalbleiter, wie abschaltbare Thyri- 
storen (GTO-Thyristoren), Insulated Gate Bipolar Tran- 
sistoren (IGBTsX Metall-Oxid Semiconductor Field Ef- 
fekt Transistor (MOSFETs) oder auch MOS-gesteuere- 
te Thyristoren (MCTs), beeinflussen zunehmend Funk- 
tionsweise, Schaitung und Topoiogie von neuen Strom- 
richtem sowie deren KonkurrenzfahigkeiL Mit Hiife 
der Stromrichtertechnik wird elektrische Energie ent- 
sprechend dem Bedarf des Verbrauchers umgeformt 
Aufgrund neuerer Leistungshalbleiter wechseln Schai- 
tung, Topoiogie und Funktionsweise von Stromrichtem. 
Diese neue Leistungshalbleiter beeinflussen somit Bau~ 
groBe, Gewicht, Kosten und Wirkungsgrad bei den neu- 
en Stromrichtem und damit deren Konkurrenzfahig- 
keiL Zu einem kompakten Aufbau des leistungselektro- 
nischen Teils gelangt man auch mit Modulen, in denen 
mehrere gegen den gemeinsamen Metall-Gehausebo- 
den elektrisch isolierte Halbleiterchips passend ange- 
ordnet sind. Neuere Entwickiungen sollen eine weitere 
Erhohung der Stromtragfahigkeit und erganzende Vor- 
teile bieten, wie induktivitatsSUmerer Aufbau, einfache- 
re Ansteuerung und geringerer Montageaufwand. 

Der GTO-Hiyristor wird weitgehend im Hochlei- 
stungsbereich eingesetzt Durch die Erhohung des 
Sperrvermogens auf 4,5 kV und der Abschaltstrome auf 
4 kA steht die Drehstromantriebstechnik fOr Bahnfahr- 
zeuge und Industrie im Vordergrund Auch bei der 
Energietechnik werden GTO-Thyristoren bei Strom- 
richtem zur Blindleistungskompensation und zur Kupp- 
lung von Netzen verwendet Seit einiger Zeit wird der 
IGBT, z. B. bei Drehstromantrieben und Stromversor- 
gungen sowie beim induktiven Erwarmen und Mittelfre- 
quenzschweiBen eingesetzt. Die besonderen herausra- 
genden Eigenschaften eines IGBTs sind kleine Schalt- 
zeiten und folglich niedrige Schaltverluste, weite sichere 
Arbeitsbereiche, giinstige KurzschluBcharakteristik so- 
wie die nahezu leistungslose Ansteuerung durch den 
MOS-Eingang. Aus der stetigen Weiterentwicklung 
zum noch schnelleren Schalten, geringerer Sattigungs- 
spannung, hoheren Kollektorstromen bis 1200 A und 
Sperrspannungen bis 1700 V werden IGBTs bis zu Lei- 
stungen im MW-Bereich eingesetzt Die verfiigbaren 
IGBT-Hochleistungsmodule finden ihren Einsatz auch 
in der Traktion im Nahverkehr. Hier laBt sich mit dem 
IGBT vor allem der Wunsch nach hoher Regeldynamik 
und Minimierung der Gerausche mit moglichen Schalt- 
frequenzen bis 20 kHz bei hartem Schalten im Wechsel 
.>mit^derMEKeilaufdiG^dei>RealLsie Ken.^D^eRM©Sj g ^^^ 
Thyristor verfugt Qber ahnlich gute Schalteigenschaften 
wie der IGBT bei deutlich geringerer DurchlaBspan- 
nung und laBt sich fur Sperrspannungen bis einige kV 
und Dauergrenzstrome von uber 1000 A realisieren. 
Der MCT erweist sich daher als Konkurrenz zu IGBT- 
und GTO-Thyristor. Zur Zeit sind MOS-gesteuerte Thy- 
ristoren in diesem Leistungsbereich noch nicht am 
Markt verfagbar. 

In der Antriebstechnik findet heute im hohen MaBe 
selbstgefuhrte Wechselrichter zum Umformen der elek- 
trischen Energie Verwendung. Bei diesen selbstgefuhr- 
ten Schaltungen treten bedingt durch die Notwendig- 
keit, den EnergiefluB zu jeder beliebigen Zeit zu steuem, 
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Schaltverluste auf, die bei hohen Pulsfrequenzen des 
_Wechselrichters_wesen tlichen EinfluB auf die leistung s- 
maBige Ausnutzbarkeit haben. 

Diese selbstgefuhrten Wechselrichter sind Bestand- 
teil eines U-Umrichters oder eines I-Umrichters. Der 
U-Umrichter weist im Zwischenkreis als Energiespei- 
cher einen Kondensator auf und der I-Umrichter weist 
im Zwischenkreis als Energiespeicher eine Induktivitat 
auf. Durch entsprechendes Schalten der Leistungshalb- 
leiterschaiter des Umrichters mit Spannungszwischen- 
kreis wird der am selbstgefuhrten Wechselrichter ange- 
schlossenen Last bzw. Netzimpedanz ein Spannungs- 
puls vorbestimmter Zeitdauer angelegt Bei einem Um- 
richter mit Stromzwischenkreis werden einer Last bzw. 
Netzimpedanz durch entsprechendes Schalten der Lei- 
stungshalbleiterschaiter des selbstgefahrten Wechsel- 
richters Strompulse vorbestimmter Zeitdauer angelegt. 
Beim U-Umrichter sind den Leistungshalbleiterschal- 
tern jeweils antiparallel Leistungsdioden geschaltet, die 
zur Aufrechterhaltung des Stromflusses wahrend der 
Freilaufphase notig sind. Der I-Umrichter benotigt zu- 
satzliche Leistungsdioden nur dann, wenn die Leistungs- 
halbleiterschaiter nicht symmetrisch sperren konnen. 

Diese Freilauf-, Sperr- oder Klemmdioden (beim 
Dreipunkt- Wechselrichter) sind pin-Dioden, da die auf- 
tretenden Sperrspannungen bei den selbstgefuhrten 
Wechselrichtem der U- und I-Unwichter groBer 100 V 
sind. Diese Dioden weisen eine DurchlaBspannung von 
etwa 2 V auf. Bei hohersperrenden Bauelementen wird 
die DurchlaBspannung hoher liegen, typisch sind 4 Volt 
Der Obergang vom DurchlaB- in den Sperrbereich er- 
folgt bei der pn-Diode nicht momentan, da zunachst die 
im pn-Obergang gespeicherte Ladung abgebaut werden 
muB. Die dazu benotigte Zeit ist die Speicherzeit, die um 
so groBer ist, je groBer der DurchlaBstrom vor dem 
Obergang war, Bei Leistungsdioden liegt diese Spei- 
cherzeit im ^isec-Bereich. Bei der Kommutienmg des 
Freilaufstromes durch eine Freilaufdiode auf einen Lei- 
stungshalbleiterschaiter geschieht dies bei hoher Span- 
nung am Leistungshalbleiterschaiter. Durch die gespei- 
cherte Ladung in der Leistungsdiode wird der Lei- 
stungshalbleiterschaiter, auf den der Freilaufstrom 
kommutiert, w^rend des Ablaufs der Speicherzeit zu- 
satzlich mit dem Ruckstrom der Leistungsdiode bela- 
stet Dadurch erhdhen sich die Schaltverluste des Lei- 
stungshalbleiterschalters. Diese Schaltverluste haben 
bei hohen Pulsfrequenzen des selbstgefahrten Wechsel- 
richters wesentiichen EinfluB auf die leistungsmaBige 
Ausnutzbarkeit des Wechselrichters, 

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, die 
Schaltverluste der eingangs vorgestellten Umrichter zu 
verringem, so daB sich deren Ausnutzbarkeit wesentlich 
erhoht. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgem^ dadurch gelost, 
i daB^ alS ' Lj ei sjtu n 
terschaltung mit wenigstens einem abschaitSarenfnS^' 
symmetrisch sperrenden Leistungshalbleiterschalters 
eine Schottky-Diode aus Siliziumcarbid vorgesehen ist 
Durch die Verwendung von Schottky-Dioden aus Sili- 
ziumcarbid anstelle der pin-Dioden als Leistungsdioden 
verschwindei die gespeicherte Ladung, wodurch sich 
der Ruckstrom wesentlich auf einen kapazitiven Anteil 
verringert und die Schaltzeit der Leistungsdiode au- 
B rst kiein ist AuBerdem weist die Schottky-Diode aus 
Siliziumcarbid gegeniiber der pin-Diode eine annahemd 
halbierte DurchlaBspannung auf. Somit erh^t man eine 
speicherladungsanne» selbstgefOhrte Stromrichterschal- 
tung mit wenigstens einem abschaltbaren, nicht synmie- 
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trisch sperrenden LeistungshalbJeiterschaJter, 
Schaltverluste verringert sind 

GemaB den Unteranspriichen 2 bis 5 werden die er- 
findungsgemaBen Leistungsdioden bei einem selbstge- 
fiihrten Zwei- bzw. Dreipunkt-Wechselrichter eines 
U-Umrichters, bei einem selbstgefiihrten Wechselrich- 
ter eines I-Umrichters und bei einem Gleichstrom-Um- 
kehrsteller verwendet 

Zur weiteren Eriauterung der Erfindung wird auf die 
Zeichnung Bezug genommen, in der mehrere Ausfuh- 
rungsformen der erHndungsgem^en speicherladungs- 
armen, selbstgefuhrten Stromrichterschaltung schema- 
tisch veranschaulicht sind. 

Fig. 1 zeigt eine erste Ausfuhrungsform einer spei- 
cherladungsarmen, selbstgefuhrten Stromrichterschal- 
tung, die 

Fig. 2 zeigt eine zweite Ausfuhrungsform einer spei- 
cherladungsarmen, selbstgefuhrten Stromrichterschal- 
tung, in der 

Fig. 3 ist eine Phase emer dritten Ausfuhrungsform 
einer speicherladungsarmen, selbstgefuhrten Strom- 
richterschaltung veranschaulicht, in der 

Fig. 4 eine vierte Ausfuhrungsform einer speicherla- 
dungsarmen, selbstgefuhrten Stromrichterschaltung 
dargestellt ist. 

Fig. 5 zeigt eine funfte Ausfuhrungsform einer spei- 
cherladungsarmen, selbstgefuhrten Stromrichterschal- 
tung, wobei in 

Fig. 6 eine sechste Ausfuhrungsform einer speicherla- 
dungsarmen, selbstgefuhrten 
dargestellt ist 

Die Fig. 1 zeigt eine erste Ausfuhrungsform einer er- 
findungsgemaBen speicherladungsarmen, selbstgefiihr- 
ten Stromrichterschaltimg, die sechs abschaltbare, nicht 
symmetrisch sperrende Leistungshalbieiterschalter Tl, 
. . . , T6 in einer 6-pulsigen Bruckenschaltung 2 aufweist 
Gleichspannungsseitig weist diese Bruckenschaltung 2 
als Energiespeicher einen Kondensator CI auf. an dem 
die Zwischenkreis-Gleichspannung Ud abfallt Eine der- 
artige Bruckenschaltung 2 wird auch als selbstgefuhrter 40 
Zweipunkt-Wechselrichter eines U-Umrichters be- 
zeichnet. Diese 6-puJsige Bruckenschaltung 2 ist in drei 
Phasen R, S, T unterteilt, wobei die Phase R bzw. S bzw. 
T zwei in Reihe geschaltete abschaltbare, nicht symme- 
trisch sperrende Leistungshalbieiterschalter Tl und T2 
bzw. T3 und T4 bzw. T5 und T6 aufweist Die Mittenan- 
schliisse zweier elektrisch in Reihe geschalteter Lei- 
stungshalbieiterschalter Tl, T2 bzw. T3, T4 bzw. T5, T6 
bilden einen AnschluB fur eine dreiphasige Last, die hier 
nicht naher dargestellt ist. Jedem Leistungshalbieiter- 
schalter Tl bis T6 ist eine Leistungsdiode Dl bis D6 
zugewiesen. Da die Leistungsdioden Dl bis D6 bei ei- 
nem selbstgefuhrten Wechsekichter 2 eines U-Umrich- 
ters zur Aufrechterhaltung des Stromflusses in der drei- 
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dessen leiterschalter Tl, 
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,T6 in einer 6-pulsigen Brucken- 
schaltung 4 aufweisL Gleichstromseitig weist diese 
Bruckenschaltung 4 als Energiespeicher eine Induktivi- 
tat Ll auf, durch die ein Zwischenkreis-Gleichstrom Id 
flieBt Eine derartige Bruckenschaltung 4 wird auch als 
selbstgefuhrter Wechselrichter eines I-Umrichters be- 
zeichnet Die Phase R bzw. S bzw. T dieses dreiphasigen 
Wechsehichters 4 weist zwei elektrisch in Reihe ge- 
schaltete abschaltbare, nicht symmetrisch sperrende 
Leistungshalbieiterschalter Tl und T2 bzw. T3 und T4 
bzw. T5 bzw. T6 auf. Da die Leistungshalbieiterschalter 
Tl bis T6 nicht symmetrisch sperrend sind, weist dieser 
Wechseh-ichter 4 zusatzliche Leistungsdioden Dl bis D6 
auf, die elektrisch in Reihe zu jedem Leistungshalbiei- 
terschalter Tl bis T6 geschaltet sind Dabei sind diese 
Leistungsdioden Dl bis D6 so gepolt, daB der zugehori- 
ge abschaltbare, nicht symmetrisch sperrende Lei- 
stungshalbieiterschalter Tl bis T6 nickwarts sperrfahig 
wird. Der dreiphasige Ausgang dieses Wechselrichters 4 
ist mit Kommutierungskondensatoren C versehen, die 
elektrisch im Dreieck geschaltet sind. Als abschaltbare, 
nicht symmetrisch sperrende Leistungshalbieiterschal- 
ter Tl bis T6 sind IGBTs vorgesehen, wobei ais Lei- 
stungsdioden Dl bis D6 jeweils Schottky-Dioden aus 
25 Siliziumcarbid vorgesehen sind. Zur Aufnahme der ka- 
pazitiven Restladung dieser Schottky-Dioden konnen 
zusatzliche pn-Dioden Dl 1, . . . , D61 bzw. Schottky-Di- 
oden aus Siliziumcarbid antiparallel zu den abschaltba- 
ren, nicht symmetrisch sperrenden Leistungshalbleiter- 
Stromrichterschaltung 30 schaltern Tl, . . . , T6 geschaltet werden. Diese Option ist 

jedoch nicht zwingend notwendig, weshaib diese pn-Di- 
oden Dl 1, . . , , D61 gestrichelt dargestellt sind 

In der Fig. 3 ist eine Phase R einer dritten Ausfuh- 
rungsform einer speicherladungsarmen, selbstgefiihrten 
35 Stromrichterschaltung dargestellt, wobei jeweils vier 
abschaltbare, nicht symmetrisch sperrende Leistungs- 
halbieiterschalter Tl, .. . , T4 in eine Phase R, S und T 
einer dreiphasigen Bruckenschaltung 6 angeordnet sind. 
Von diesen drei Phasen R, S und T ist nur die Phase R 
naher dargestellt Gleichspannungsseitig weist diese 
Bruckenschaltung 6 als Energiespeicher zwei elektrisch 
in Reihe geschaltete Kondensatoren CI und C2 auf, de- 
ren Verbindungspunkt als MittenanschluB M bezeich- 
net isL An jedem Kondensator Cl, C2 fallt die halbe 
Zwischenkreis-Gleichspannung Ud ab. Die vier ab- 
schaltbaren, nicht symmetrisch sperrenden Leistungs- 
halbleiterschaher Tl bis T4 sind elektrisch in Reihe ge- 
schaltet, wobei der Verbindungspunkt Jeweils der bei- 
den oberen bzw. der beiden unteren Leistungshalbiei- 
terschalter Tl, T2 bzw. T3, T4 als MittenanschluB B bzw. 
10 bezeichnet ist Der MittenanschluB 8 ist mittels einer 
Leistungsdiode D7 mit dem MittenanschluB M der bei- 
den Kondensatoren Cl und C2 verbunden, wogegen der 
MittenanschluB 10 der beiden unteren Leistungshalblei- 
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phasigen Last wahrend der Freilaufphasen gewahriei- 55 terschalter T3 und T4 mittels einer Leistungsdiode D8 



sten sollen, sind diese den zugehdrigen Leistungshalblei 
terschaltem Tl bis T6 jeweils elektrisch antiparallel ge- 
schaltet In diesem dargestellten Ersatzschaltbild der er- 
sten Ausfuhrungsform einer speicherladungsarmen, 
selbstgefuhrten Stromrichterschaltung nach der Erfin- 
dung sind ais abschaltbare, nicht symmetrisch sperrende 
Leistungshalbleiterschaher Tl bis T6 jeweils IGBTs 
vorgesehen. Als Leistungsdioden Dl bis D6 sind Schott- 
ky-Dioden aus Siliziumcarbid vorgesehen. 

In der Fig. 2 ist eine zweite Ausfuhrungsform einer 
erfindungsgemafien speicherladungsarmen, selbstge- 
fiihrten Stromrichterschaltung dargestellt die sechs ab- 
schaltbare, nicht symmetrisch sperrende Leistungshalb- 
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mit dem MittenanschluB M verbunden ist Jedem Lei- 
stungshalbieiterschalter Tl, . . . T4 dieser Phase R der 
Bruckenschaltung 6 ist eine Leistungsdiode Dl, . . . , D4 
elektrisch antiparallel als Freilaufdiode geschaltet Eine 
derardge Bruckenschaltung 6 ist auch als Dreipunkt- 
Wechselrichter bekannt Als abschaltbare, nicht symme- 
trisch sperrende Leistungshalbieiterschalter Tl bis T4 
sind IGBTs vorgesehen, wobei als Leistungsdioden Dl 
bis p4 und D7, D8 jeweils eine Schottky-Diode aus 
Siliziumcarbid vorgesehen sind. 

Die Fig. 4 zeigt eine vierte Ausfuhrungsform einer 
erfindungsgemaBen speicherladungsarmen, selbstge- 
fuhrten Stromrichterschaltung, wobei jeweils zwei ab- 
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schaJtbare, nicht symmetrisch sperrende Leistungshalb- 
leiterschalter Tl, T2 und T3, T4 in e inem Bruckenzweig 
14 und 16 eines Gleichstrom-Umkehrstellers 12 ange- 
ordnet sind, Gleichspannungsseitig weisen diese Briik- 
kenzweige 14 und 16 als Energiespeicher einen Konden- 
sator CI auf. Die Verbindungspunkte zweier Leistungs- 
halbleiterschalter Tl und T2 bzw. T3 und T4 bilden je- 
weils einen AnschluB fur eine Last bzw. Netz- oder Ein- 
gangsimpedanz. Jedem Leistungshalbleiterschalter Tl, 
- . . , T4 ist eine LeistungsdicMde Dl bis D4 elektrisch 
antiparallel als Freilaufdiode geschaltet Bei diesem 
Gleichstrom-Umkehrsteller 12 sind als abschaltbare, 
nicht symmetrisch sperrende Leistungshalbleiterschal- 
ter Tl bis T4 IGBTs vorgesehen, wobei als Leistungs- 
dioden Dl bis D4 jeweils eine Schottky-Diode aus Silizi- 
umcarbid vorgesehen ist 

Die Fig. 5 zeigt eine funfte Ausfuhrungsform einer 
speicherladungsarmen, selbstgefuhrten Stromrichter- 
schaltung, die einen abschaltbaren, nicht symmetrisch 
sperrenden Leistungshalbleiter Tl und eine zugehorige 20 
Leistungsdiode Dl aufweist Der abschaltbare, nicht 
symmetrisch sperrende Leistungshalbleiter Tl und die- 
se Leistungsdiode Dl sind elektrisch in Reihe geschaltet, 
wobei die Leistungsdiode Dl kathodenseitig mit dem 
Emitter des Leistungshalbleiters Tl verbunden ist. Die- 25 
ser Verbindungspunkt ist mittels einer Induktivitat LI 
mit einer Ausgangsklemme verbunden. Die Anode der 
Leistungsdiode Dl ist mit einer anderen Ausgangsklem- 
me und mit einer Eingangsklemme verknupft Elektrisch 
parallel zur Reihenschaltung Leistungshalbleiter Tl und 30 
-diode Dl ist ein Kondensator Cl geschaltet, dessen 
Anschlusse mit den Eingangsklemmen dieser Strom- 
richterschaltung verbunden sind. Elektrisch parallel zu 
den Ausgangsklemmen, an denen eine Ausgangsspan- 
nung Ua abgreifbar ist, ist ein Kondensator C2 geschal- 
tet. Diese selbstgefuhrte Stromrichterschaltung ist ein 
Tiefsetzsteller, mit der aus einer Eingangsspannung Ue 
eine beliebige Ausgangsspannung Ua > Ue generiert 
werden kann, wobei die Amplitude dieser Ausgangss- 
pannung Ua vom Tastverhaltnis des Leistungshalblei- 
ters Tl abhangig ist. Als abschaltbaren, nicht symme- 
trisch sperrenden Leistungshalbleiter Tl ist ein IGBT 
und als Leistungsdiode Dl eine Schottky-Diode aus Sili- 
ziumcarbid vorgesehen. 

In der Fig, 6 ist eine sechste Ausfuhrungsform einer 45 
speicherladungsarmen, selbstgefuhrten Stromrichter- 
schaltung dargestellt. Diese Schaltung unterscheidet 
sich von der Schaltung gemaB Fig. 5 dadurch, daB die 
Leistungsdiode Dl anodenseitig mit dem Kollektor des 
abschaltbaren, nicht symmetrisch sperrenden Leistungs- 50 
halbleiters Tl elektrisch leitend verbunden ist. Die Rei- 
henschaltung aus Induktivitat LI und Kondensator C2 
ist ebenfalls elektrisch parallel zur Leistungsdiode Dl 
geschaltet, wobei die AnschlUsse des Kondensators C2 
■^!^,J|^ |i ^g f^^gi;,Ei BgSygsklem 

" nen eine Eingangsspannung Ue angelegt werden kann. 
Die Anschlusse des Kondensators Cl sind bei dieser 
Stromrichterschaltung mit den Ausgangsklemmen ver- 
bunden, an denen eine Ausgangsspannung Ua abgegrif- 
fen werden kann, deren Amplitude groBer ist als die eo 
Amplitude der Eingangsspannung Ue. Bei diesem Hoch- 
setzst Her ist der abschaltbare, nicht symmetrisch sper- 
rende Leistungshalbleiter Tl ein IGBT und die Lei- 
stungsdiode Dl eine Schottky-Diode aus Siliziumcarbid. 

Diese beiden selbstgefuhrten Stromrichterschaltun- 65 
gen gemaB Fig. 5 und 6 konnen auch zu einer Strom- 
richterschaltung zusammengefaBt werden, wobei dann 
die zugehorige Leistungsdiode Dl eines abschaltbaren, 



nicht symmetrisch sperrenden Leistungshalbleiters Tl 

antiparaliel-zum-zweiten-Leistungshalbleiter— T-1— ge-- 

schaltet ist D.h., ein derartiger Hoch-Tiefsetzsteller 
weist einen Bruckenzweig mit zwei abschaltbaren, nicht 
5 symmetrisch sperrenden Leistungshalbleitem auf, de- 
nen jeweils eine Leistungsdiode elektrisch antiparallel 
geschaltet sind. 

Durch die Verwendung von Schottky-Dioden aus Sili- 
ziumcarbid als Leistungsdioden bei einer selbstgef uhr- 
10 ten Stromrichterschaltung mit wenigstens einem ab- 
schaltbaren, nicht symmetrisch sperrenden Leistungs- 
halbleiterschalter, zu dem auch ein Hochsetz- bzw. ein 
Tiefsetzsteller gezahlt wird. erhalt man eine speicherla- 
dungsarme Stromrichterschaltung, deren Schaltverluste 
15 kleiner sind und dadurch sich die Ausnutzbarkeit dieser 
Stromrichterschaltung erhdht hat 

PatentansprOche 

1. Speicherladungsarme, selbstgefuhrte Stromrich- 
terschaltung mit wenigstens einem abschaltbaren, 
nicht symmetrisch sperrenden Leistungshalbleiter- 
schalter (Tl, ... , T6) mit einer zugehdrigen Lei- 
stungsdiode (Dl, . . . , D6), wobei als Leistungsdiode 
(Dl, . . . , D6) eine Schottky-Diode aus Siliziumcar- 
bid vorgesehen ist 

2. Speicherladungsarme, selbstgefuhrte Stromrich- 
terschaltung nach Anspruch 1, wobei die Leistungs- 
diode (Dl, . . . , D6) und der Leistungshalbleiter (Tl. 
. . . , T6) elektrisch in Reihe geschaltet sind, wobei 

diese Leistungsdiode (Dl D6) kathodenseitig 

mit dem Emitter des Leistungshalbleiters (Tl 

T6) verbunden ist 

3. Speicherladungsarme, selbstgefuhrte Stromrich- 
terschaltung nach Anspruch 1, wobei die Leistungs- 
diode (Dl, . . . , D6) und der Leistungshalbleiter (Tl. 
. . . , T6) elektrisch in Reihe geschaltet sind, wobei 
diese Leistungsdiode (Dl, . . . , D6) anodenseitig mit 
dem Kollektor des Leistungshalbleiters (Tl. . . . , T6) 
verbunden ist. 

4. Speicherladungsarme, selbstgefuhrte Stromrich- 
terschaltung nach Anspruch 1, wobei sechs dieser 

Leistungshalbleiterschalter (Tl T6) in eine 

6-pulsige Briickenschahung (4) angeordnet sind, die 
spannungsseitig einen Kondensator (Cl) als Ener- 
giespeicher aufweist, und wobei jedem Leistungs- 
halbleiterschalter (Tl, . . . , T6) eine Leistungsdiode 
(Dl, . . . , D6) elektrisch antiparallel als Freilaufdio- 
de geschaltet ist 

5. Speicherladungsarme, selbstgefuhrte Stromrich- 
terschaltung nach Anspruch 1, wobei sechs nicht 
symmetrische sperrende Leistungshalbleiterschal- 
ter (Tl, . . . , T6) in eine 6-pulsige Briickenschaltung 
(4) angeordnet sind, die gleichstromseitig eine In- 
duktixitatiH(Ll^^^ 

wobei jedem Leistungshalbleiterschalter (Tl, . . . , 

T6) eine Leistungsdiode (Dl D6) elektrisch 

deran in Reihe geschaltet ist, daB diese synune- 
trisch sperrend sind. 

6. Speicherladungsarme, selbstgefuhrte Stromrich- 
terschaltung nach Anspruch 1, wobei jeweils vier 
dieser Leistungshalbleiterschalter (Tl, . . . , T4) in 
eine Phase (R, S, T) einer dreiphasigen Brucken- 
schaltung (6) angeordnet sind, die gleichspannungs- 
seitig zwei elektrisch in Reihe geschaltete Konden- 
satoren (Cl. C2) als Energiespeicher mit Mittenan- 
schluB (M) aufweist, wobei jedem Leistungshalblei- 
terschalter (Tl T4) eine Leistungsdiode (Dl, . . . 
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, D4) elektrisch antiparallel als Freilaufdiode und 
wobei jeweils ein MittenanschluB (8, 10) zwei elek- 
trisch in Reihe geschaJtete Leistungshalbleiter- 
schalter (Tl, T2; T3, T4) mittels einer Leistungsdio- 
de (D7. D8) mit dem MittenanschluB (M) des Ener- 5 
giespeichers verbunden sind. 
7. Speicherladungsarme, selbstgefuhrte Stromrich- 
terschaltung nach Anspruch 1, wobei jeweils zwei 
dieser LeistungshaJbleiterschalter (Tl, T2; T3, T4) 
in einem Bruckenzweig (14, 16) eines Gleichstrom- 10 
Umkehrstellers (12) angeordnet sind, denen gleich- 
spannungsseitig ein Kondensator (Cl) als Energie- 
speicher zugeordnet ist, und wobei jedem Lei- 
stungshalbJeiterschalter (Tl, ... , T4) eine Lei- 
stungsdiode (Dl, . . . , D4) elektrisch antiparallel als 15 
Freilaufdiode geschaltet isL 
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